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ABSTRACT ; 


CHG DATE=19990617 STATUS=0>The LDD- transistors have a 
shallow, low density 


impurity concn. (14) abutting the gate electrodes (12) . 
The spacers (13) 

function both as implantation masks during a conventional 
high dose implant for 

the low resistivity drain/source regions and as sources of 
an impurity of 

opposite type so that in drain/source regions. This 
impurity diffuses (15) 

into the surface layer of the LDD regions (14) . The 
process claimed is 

standard except for the use of a doped oxide layer, pref . 
B- doped or P- doped 

silicate glass, from which spacers, pref. 150 nm wide, are 
formed in the 

conventional way. The impurities contained are then 
diffused into the 

LDD-regions before implantation of the deep impurities in 
the source/drain 

regions- The LDD regions are pref. formed using As 
implantation at 4 0 KeV with 

a density of 2 x 10 power (13) cm-2 and the high impurity 
density regons by 

implantation of 5 x 10 power (15) cm-2 As at 60 KeV. 
USE/ADVANTAGE - Using the 

doping effect by the spacers the hot electron current 
density has been reduced 

by a factor of e.g. 5, improving the reliability of the LDD 
transistors. The 

process is used in the mfr. of high density sub-micron 
integrated circuits. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ LDD-Transistor und Verfahren zu dessen Hersteltung 

@ Die Erfindung betrifft einen LDD-Transistor und ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines LDD -Transistors. Dabei zeich- 
net sich der Aufbau des LDD-Transistors dadurch aus, daft 
Bereiche (15) unter Gate-Seitenwanden (13) gebildet wer- 
den, die mft einer Dotiersubstanz dotiert sind, die dem Typ 
von Source-/Drain-Bereichen (14, 16) entgegengesetzt ist. 
Das Verfahren umfa&t ein Bilden von Sources/Drain -Berei- 
Chen (14) schwacher Konzentration nach einem Bilden eines 
Gates (12) auf einem Substrat (10), ein Anordnen eines mit 
einer Dotiersubstanz vom gleichen Typ des Substrates 
dotierten Materials auf der gesamten f reiliegenden Oberfla- 
che. ein Bilden von Seitenwand-Abstandsschichten (13) 
mittals eines Atzens, ein Bitden von mit einer Dotiersubstanz 
vom gleichen Typ des Substrates dotierten Bereichen (15) in 
^ den Source-/Drain- Bereichen (14) schwacher Konzentration, 
jeweils unterhalb der Gate-Seitenwande, sowie ein Bilden 
[ von Source /Drain-Bereichen (16) hoher Konzentration (Fig. 
2e). 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung befaBt sich mit einem 
LDD-Transistor und mil einem Verfahren zur dessen 
Herstellung. Der Begriff ''LDD-Transistor" steht als Ab- 5 
kurzung des englischen Begriffes lightly doped drain 
transistor" und bedeutet soviel wie Vhwach doiierter 
Drain-Transistor**. 

Die Fig. la bis td veranschaulichen ein Verfahren zur 
Herstellung eines N-Typ-Transistors mit einem bekann- 10 
ten schwach dotierten(LDD-)Aufbaa 

Nach diesem Verfahren wird, wie in Fig. ta gezeigt, 
auf einem P-Typ-Substrat t ein Gate 2 gebildet. Darauf- 
hin werden. wie in Fig. lb gezeigt, auf dem Substrat I 
durch Injektion mit N~-Typ-Ionen Source-/Drain-Be- 15 
reiche schwacher Konzentration gebildet 

Danach werden. wie in Fig. Ic gezeigt, Seitenwand- 
Abstandsschichten 3 (**spacer") gebildet Dann wird das 
Substrat 1 einem thermischen ProzeB zur Eindiffusion 
der injizierten N~-Typ-lonen unterworfen» so da0 sich 20 
darauf Source-ZDrain-Bereiche 4 schwacher fConzen- 
tration bilden. AnschlieBend werden. wie in Fig. Id ge- 
zeigt zur Bildung von Source-ZDrain-Bereichen 5 hoher 
Konzentration. N^-Typ-Ionen injiziert und in das Sub- 
strat 1 eindiffundiert 2S 

Die vorstehend beschriebene Bildung von Source- 
ZDrain-Bereichen hoher und schwacher Konzentration 
dient zur Reduzierung starker elektrischer Felder, die 
sich nahe den Source-ZDrain-Bereichen konzentrieren. 
Dadurch kann dieser Stand der Technik den durch (ein) 30 
starke(s) elektnsche(s) Feld(er) verursachien Effekt hei- 
Ber Ladungstrager (Tiot carrier effect*! reduzieren. wo- 
durch die Zuverl^sigkeit des letzlich hergestellten Ele- 
mentes zwar verbessert wird Es werden jedoch helBe 
Ladungstrager in Niedertemperaturoxid- (bzw. "Low- 15 
Temperature-Oxyd-'}-Filmen (LTO-Filmen) eingefan- 
gen, welche die Seitenwand-Abstandsschichten bi]den. 
Daher verbleibt ein elektrisches Feld nahe den den 
Source-ZDrain-Bereichen, was die Zuverlassigkeit einer 
Gate-Oxid-Schicht aufgrund der heiBen Ladungstrager 40 
verringert 

Es ist daher ein Ziel der vorliegenden Erfindung, die 
mit dem vorstehend beschriebenen Stand der Technik 
verbundenen Probleme zumindest weitgehend zu besei- 
tigen und somit einen LDD-Transistor mit etnem ver- 45 
besserten Aufbau zu schaffen, mit dem die durch ein 
starkes elektrisches Feld eingefangenen heiBen La- 
dungstrager verringert werden. Ein weiteres Ziel der 
vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur 
Herstellung eines derartigen LDD-Transistors zu schaf- 50 
fen. 

Das erfmdungsgemaBe Ziel wird durch einen LDD- 
Transistor erreicht. mit: einem Substrat vom ersien Lei- 
tungstyp. einer auf dem Substrat gebildeten Gate-Elek- 
trode. Bereichen schwacher Konzentration einer eindif- 55 
fundierten Dotiersubstanz eines zweiten Leitungstypes, 
die auf der Oberfl^che des Substrates jeweils an gegen- 
uberliegenden Seiten der Gate-Elektrode gebildet sind, 
Bereichen einer hohen Konzentration einer eindiffun- 
dierten Dotiersubstanz vom zweiten Leitungstyp, die eo 
jeweils auf der Oberfiache des Substrates nahe zu einer 
Seite jeden Bereiches schwacher Konzentration einer 
eindiffundierten Dotiersubstanz vom zweiten Leitungs- 
typ gebildet sind. an gegenuberliegenden Seiten der Ga- 
te-Elektrode gebildeten Seitenwand-Abstandsschich- 65 
ten, die jeweils oberhalb der Bereiche schwacher Kon- 
zentration einer eindiffundierten Dotiersubstanz vom 
zweiten Leitungstyp angeordnet sind, und Bereichen ei- 


999 Al 

2 

ner eindiffundierten Dotiersubstanz vom ersten Lei- 
tungstyp. die in den Bereichen schwacher Konzentra- 
tion einer eindiffundierten Dotiersubstanz vom zweiten 
Leitungstyp jeweils unterhalb der Seitenwand-Ab- 
standsschichten gebildet sind 

Im Hinblick auf das Verfahren wird das erfmdungsge- 
maBe Ziel durch ein Verfahren zur Herstellung eines 
LDD-Transistors mit folgenden Schritten erreicht: eine 
Gate-Elektrode wird auf etnem Substrat eines ersten 
Leitungstypes gebildet lonen eines zweiten Leitungsty- 
pes werden in geringer Konzentration in die Oberfiache 
des Substrates an gegenuberliegenden Seiten der Gate- 
Elektrode injiziert und eindiffundiert um derart Berei- 
che schwacher Konzentration einer eindiffundierten 
Dotiersubstanz vom zweiten Leitungstyp zu bilden, ein 
mit einer Dotiersubstanz vom ersten Leitungstyp do- 
tiertes Material wird auf die gesamte freiliegende Ober- 
flache aufgebracht und Seitenwand-Abstandsschichten 
werden mittels Atzens an gegenuberliegenden Seiten 
der Gate-Elektrode gebildet die in den Seitenwand-Ab- 
standsschichten enthaltene Dotiersubstanz wird in die 
Bereiche schwacher Konzentration einer eindiffundier- 
ten Dotiersubstanz vom zweiten Leitungstyp eindiffun- 
diert um derart jeweils unterhalb der Seitenwand-Ab- 
standsschichten Bereiche einer eindiffundierten Dotier- 
substanz vom ersten Leitungstyp zu bilden. und lonen 
vom zweiten Leitungstyps werden in hoher Konzentra- 
tion nahe zu den Bereichen schwacher Konzentration 
einer eindiffundierten Dotiersubstanz vom zweiten Lei- 
tungstyp injiziert und eindiffundiert um derart Bereiche 
einer eindiffundierten Dotiersubstanz vom ersten Lei- 
tungstyp unterhalb der jeweiligen Seitenwand-Ab- 
standsschichten zu bilden. 

ZusammengefaBt kann der verbesserte Aufbau des 
erfindungsgemaBen LDD-Transistors den durch elektri- 
sche Felder nahe den Source-ZDrain-Bereichen verur- 
sachten Effekt heiBer Ladungstrager verringern. 

Im folgenden wird die Erfmdung anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielen im Zusammenhang mit der Zeichnung 
ausfuhrlicher erlautert Dabei werden auch weitere Vor- 
teile der Erfmdung deutlich. Es zeigen: 

Fig. la— Id schematische Schnittansichten, die ein 
Verfahren zur Herstellung eines Transistors mit eines 
bekann ten schwach dotierten Drainaufbaus veran- 
schaulichen; 

Fig. 2a-2e schematische Ansichien, die ein erfin- 
dungsgemaBes Verfahren zur Herstellung eines LDD- 
Transistors veranschaulichen; 

Fig. 3a und 3b Diagramme, die Potentialverteilungen 
von StoBionen des bekann ten bzw. des erflndungsgema- 
Ben Aufbaus veranschaulichen; 

Fig. 4a und 4b Diagramme, die Dotierungsprofile von 
LDD-Bereichen bekannter bzw. erfmdungsgemaBer 
LDD-Transistoren veranschaulichen; 

Fig. 4c einen Vergleich zwischen Dotierprofilen be- 
kannter und erfmdungsgemaBer LDD-Transistoren; 

Hg. 5a und 5b Diagramme, die Parameter zur Beur- 
teilung der Charaktertstiken bekannter und erfmdungs- 
gemaBer LDD-Transistoren veranschaulichen; 

Fig. 5c den Vergleich zwischen Stromstarken Isub ei- 
nes bekannten und eines erfindungsgemaBen Aufbaus; 

Fig. 6a und 6b Diagramme, die andere Parameter zur 
Beurteilung von Charakteristiken bekannter und erfin- 
dungsgemaBer LDD-Transistoren veranschaulichen. 

Die Fig. 2a bis 2e zeigen ein erfindungsgemaBes Ver- 
fahren zur Herstellung eines erfrndungsgem^Ben LDD- 
Transistors mit einem verbesserten Aufbau. 

Auf einem P-Typ-Substrat 10 mit einer Konzentra- 
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tion von 2x10'^ (cm ^) werden, wie in Fig. 2a darge- 
stellt. zuerst cine Gate-Oxid>Schicht 11 und ein Gate 12 
gebildet Zur Bildung von Source-ZDrain-Bereichen 
schwacher Konzentration wird das Substrat 10, wie in 
Rg. 2b gezeigt, einer Injektion mit Phosphorionen einer 
Dosis bzw. einer Stromdichte von 2x10'^ (cm ~^ unier- 
worfen, wobei eine Energie von 40 keV venvendet wird. 
Indem BF^ mit einer Stromdichte von 2 x 10'^(cm"^ in 
den Bereich des Substrates 10 unterhalb des Gates 12 
unier Verwendung einer Energie von 40 keV injiziert 
wird, wird auf dem Substrat 10 ein Kanal 10a gebildet 

Danach wird Silikat-Glas (oder Silikat-Quarz), wel- 
ches mit Bor vom P-Typ in einer Konzentration von 
6x 10'®(cm-^)dotiert ist (auch als BSG bezeichnet) auf 
die ganzen freiliegenden OberflsLchen des Substrates 10 
und des Gates 12 aufgebracht Die aufgebrachte Silikat- 
Glasschicht wird einem Trockenatzen unterworfen. Da- 
bei wird ein Reaktiv-Ion-Atzverfahren (RIE) "reactive 
ion etching" angewendet Dadurch werden Gaie-Seiten- 
wande 13 mit einer Jeweiligen Dicke T von 1500 A gebil- 
det Danach werden die injizierten Phosphorionen 
durch einen thermischen Prozefi in das Substrat 10 ein- 
diffundiert. wodurch darauf Source-ZDrain-Bereiche 14 
schwacher Konzentration gebildet werden. 

Ein nachfolgendes Ausheizen (bzw. Tempern oder 
Ausheilen) dient dazu, die Verdichtung bzw. Dichtever- 
teilung ("densification**) der mit Bor dotierten Gate- 
Wande 13 zu verbessern und Bor in die gebildeten Sour- 
ce-ZDrain-Bereiche 14 schwacher Konzentration einzu- 
diffundieren. Wahrend dieses nachfolgenden Ausheilens 
wird Bor in die unterhalb der Gate-Wande 13 angeord- 
neten Source-ZDrain-Bereiche 14 schwacher Konzen- 
tration eindiffundiert» wodurch sich. wie in Rg. 2d ge- 
zeigt. P-Typ-Schichten 15 bilden. 

Wie in Rg. 2e gezeigt, werden daraufhin im Substrat 
durch Injektion von Arsen (As) mit einer Stromdichte 
von 5x 10*^ (cm~^ unter Verwendung einer Energie 
von 60 keV Source-ZDrain-Bereiche 16 hoher Konzen- 
tration gebildet 

Aus der vorstehenden Beschreibung wird deutlich. 
daB die vorliegende Erfmdung einen N-Typ-Transistor 
mit einem spezifischen LDD-Aufbau mit Gate-Seiten- 
wanden 13 aus BSG und P-Typ-Schichten 15 schafft Die 
P-Typ-Schichten 15 werden wahrend des nachfolgen- 
den Ausheilens durch das Eindiffundieren von Bor in 
den Substratbereich unterhalb jeder der Gate-Seiten- 
wande 13 gebildet Die dem Typ der Source-ZDrain-Be- 
reiche entgegengesetzten P-Typ-Schichten 15 dienen 
dazu. helBe LadungstrSger daran zu hindern, auf die 
Gate-Oxidschicht 11 und die Gate-Seitenwande 13 zu- 
zustreben. 

Genauer betrachtet dient die dreiwertige Dotiersub- 
stanz bzw. der Doiant "Bor" als Puffer zur Vermeidung 
der Bildung eines starken elektrischen Feldes aufgrund 
des funfweriigen Dotanten Phosphor, des starken FIu- 
Bes heiBer Ladungstrager vom Source- Bereich zum 
Drain- Bereich und des Einfangens heiBer Ladungstra- 
ger von der Gate-Oxidschicht zu den Gate-Seitenwan- 
den. 

Die Rg, 3a bis 6b veranschaulichen Simulationser- 
gebnisse des bekannten und des erfindungsgemaBen 
LDD-Transisiors. 

Die Rg, 3a und 3b zeigen in Diagrammform Polenti- 
alverteilungen von StoBionen im bekannten bzw. im er- 
findungsgemaBen Aufbau. Beim in Rg. 3a gezeigten be- 
kannten Aufbau tritt in der Gate-Oxidschicht eine weite 
Potentialverteilung von StoBionen auf. so daB heiBe La- 
dungstrager dazu neigen. in der Gate-Oxidschicht ein- 


gefangen zu werden. Dagegen wird beim in Rg. 3b ge- 
zeigten erfindungsgemaBen Aufbau durch die Wirkung 
der durch die Eindiffusion von Bor unterhalb der Seiten- 
wand-Abstandsschichten gebildeten P-Typ-Schichten 
5 eine schmale Potentialverteilung von StoBionen er- 
reicht Da heiBe Ladungstrager mit Borionen rekombi- 
nieren. reduziert sich das Phanomen ihres Zustrebens 
auf die Gate-Oxidschicht Als ein Ergebnis wird die Cha- 
rakteristik eines letztlich hergestellten Elementes ver- 

10 bessert Bei der obigen Simulation wurde eine Drain- 
spannung Vjs von 33 Volt und eine Gatespannung von 5 
Volt angelegt 

Die Rg. 4a und 4b veranschaulichen in Diagramm- 
form Dotierprofile von LDD-Bereichen (in Rg.2e der 

15 Bereich A -A') bekannter bzw. erfmdungsgemaBer 
LDD-Transistoren. Im Gegensatz zum in Rg.4a ge- 
zeigten bekannten LDD-Dotierprofil ergibt sich im in 
Rg. 4b gezeigten erfindungsgemaBen LDD-Dotierpro- 
fil ein gebogener Abschnitt durch die Wirkung der Bor- 

20 Konzentration in den Seitenwandabstandsschichten des 
vorliegenden Transistors. Rg. 4c veranschaulicht den 
Vergleich zwischen Dotierprofilen bekannter und erf in- 
dungsgemaBer LDD-Transistoren. 
Die Rg. 5a und 5b veranschaulichen in Diagramm- 

25 form geeignete Parameter zur Beurteilung von Charak- 
teristiken bekannter und erfindungsgemaBer LDD- 
Transistoren. Der jeweils dargestellte Parameter zeigt 
die GrdBe des durch das Substrat mittets Ldcherleitung 
flieBenden Stromes Isub gegen eine am Gate angelegte 

30 (Grund-)Spannung. Beim bekannten Aufbau ergibt sich 
ein maximaler Stromwert Uub von 1^06 x 10"^ (Ampe- 
reZMikrometer), bei einer aniiegenden Gatespannung V, 
von 1.8 V(siehe Rg. 5a). Dagegen ergibt sich beim erfin- 
dungsgemaBen Aufbau ein Maximalstromwert Isub von 

15 3.016 X 10"^ (AmpereZMikrometer) bei einer aniiegen- 
den Gate-Spannung Vgs von 1,6 V (siehe Rg. 5b). Durch 
den erfindungsgemaBen Aufbau werden namlich viele 
heiBe Ladungstrager beim mit Bor dotierten. unterhalb 
jeder ' Seitenwand-Abstandsschicht angeordneten. 

40 P-Typ- Bereich rekombiniert. so daB beim Auftreffen 
heiBer Ladungstrager gegen ein elektrisches Drainfeld 
Elektron-ZLoch-Paare gebildet werden. Dadurch wird 
die Menge des durch das Substrat flieBenden Stromes 
verringert Es wird somit deutlich. daB das Simulations- 

45 ergebnis der vorliegenden Erfindung eine gute Charak- 
teristik bzw. ein Reduzieren des Stromes auf gut 1Z5 im 
Vergleich zur Charakteristik des bekannten Aufbaus 
darstellt Der Strom Uub ist ein Parameter, mit dem indi- 
rekt der beim Aniiegen einer Grundspannung am Gate 

50 generierte Gatestrom gemessen werden kann. Entspre- 
chend ist er auch ein Parameter, der dazu geeignet ist 
die Qualiiat einer durch heiBe Ladungstrager ver- 
schlechterten Gate-Oxidschicht einzuschatzen. Rg. 5c 
zeigt den Vergleich zwischen den StromgroBen Uub 

55 beim bekannten und beim erfindungsgemaBen Aufbau. 
Die Rg. 6a und 6b veranschaulichen in Diagramm- 
form andere zur Beurteilung der Charakteristiken be- 
kannter und erfindungsgemaBer LDD-Transistoren ge- 
eignete Parameter. Der jeweils gezeigte Parameter ver- 

60 anschaulicht die Menge eines beim Aniiegen einer 
Grundspannung am Gate durch das Substrat flieBenden 
Elektronenstromes Ig. Beim bekannten Aufbau betragt 
der Maximalstromwert [ 1 x 10"^^ (AmpereZMikrome- 
ter). beim Aniiegen einer Gate-Spannung Vgs von 3,0V 

65 (wie in Rg. 6a gezeigt). Dagegen betrSgt der Maximal- 
stromwert Ig bei der vorliegenden Erfindung beim An- 
iiegen derselben Gate-Spannung (Vgs 3x10"'^ (Ampe- 
reZMikrometer). wie in Rg. 6b gezeigt Aus den Rg. 6a 
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und 6b wird damit deutlich, daB die GroOe bzw. Menge 
des Stromes Ig beim erfindungsgemaBen Aufbau be- 
achtlich geringer tst als beim bekannten Aufbau. 

Aus der vorstehenden Beschreibung wird ersichtlich, 
da6 bei der vorliegenden Erfindung ein dotierter Be- 5 
reich unterhalb jeder Seitenwand-Abstandschicht gebil- 
det wird. der dem Typ des Substrates entspricht Damit 
ist es moglich, den Effekt heiBer Ladungstrager die in 
der Gate-Oxidschicht und den Gate-Seitenwanden auf- 
grund eines starken elektrischen Feldes etngefangen to 
sind, 2u verringern. Dies verbessert sowohl die Charak- 
teristika als auch die Zuverlasslichkeit des Transistors. 

Patentanspruche 

15 

1. LDD-Transistor mit 

a) einem Substrat (10) eines ersten Leitungsty- 
pes. 

b) einer auf dem Substrat (10) gebildeten Gate- 
EIektrode(12), 20 

c) Bereichen (14) schwacher Konzentration ei- 
ner eindiffundierten Dotiersubstanz eines 
zweiten Leitungstypes, die auf der Oberflache 
des Substrates (10) jeweils an gegenuberlie- 
genden Seiten der Gate-EIektrode (12) gebil- 25 
det sind, 

d) Bereichen (16) einer hohen Konzentration 
der eindiffundierten Dotiersubstanz vom zwei- 
ten Leitungstyp. die jeweils auf der Oberfl§che 
des Substrates (10) nahe zu einer Seite jeden 30 
Bereiches (14) schwacher Konzentration der 
eindiffundierten Dotiersubstanz vom zweiten 
Leitungstyp gebildet sind, 

e) an gegenQberliegenden Seiten der Gate- 
Elektrode (12) gebildeten Seiten wand- Ab- 35 
standsschichten (13), die jeweils uber den Be- 
reichen (14) schwacher Konzentration der ein- 
diffundierten Dotiersubstanz vom zweiten 
Leitungstyp angeordnet sind, und 

f) Bereichen (15) einer eindiffundierten Dotier- 40 
substanz vom ersten Leitungstyp, die in den 
Bereichen (14) schwacher Konzentration der 
eindiffundierten Dotiersubstanz vom zweiten 
Leitungstyp jeweils unterhalb der Seitenwand- 
Abstandsschichten (13) gebildet sind. 45 

2. LDD-Transistor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB jeder Bereich (15) der eindiffun- 
dierten Dotiersubstanz vom ersten Leitungstyp, 
der unterhalb jeder entsprechenden Seitenwand- 
Abstandsschicht (13) gebildet ist, nur so tief ist, daB 50 
er nicht uber den zugehdrigen Bereich (14) schwa- 
cher Konzentration der eindiffundierten Dotier- 
substanz vom zweiten Leitungstyp vorzustehen. 

3. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors mit folgenden Schritten: 55 

a) eine Gate-EIektrode wird auf einem Sub- 
strat eines ersten Leitungstypes gebildet, 

b) lonen eines zweiten Leitungstypes werden 
in geringer Konzentration in die Oberflache 
des Substrates an gegenQberliegenden Seiten 60 
der Gate-EIektrode injiziert und eindiffun- 
diert, um Bereiche schwacher Konzentration 
einer eindiffundierten Dotiersubstanz vom 
zweiten Leitungstyp zu bilden, 

c) ein mit einer Dotiersubstanz vom ersten 65 
Leitungstyp dotiertes Material wird auf die ge- 
samte freiliegende Oberflache aufgebracht 
und Seitenwand-Abstandsschichten werden 
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mittels Atzens an gegenQberliegenden Seiten 
der Gate-EIektrode gebildet, 

d) die in den Seitenwand-Abstandsschichten 
enthaltene Dotiersubstanz wird in die Berei- 
che schwacher Konzentration der eindiffun- 
dierten Dotiersubstanz vom zweiten Leitungs- 
typ eindiffundiert. um jeweils unterhalb der 
Seitenwand-Abstandsschichten Bereiche der 
eindiffundierten Dotiersubstanz vom ersten 
Leitungstyp zu bilden, und 

e) lonen des zweiten Leitungstyps werden in 
hoher Konzentration nahe zu den Bereichen 
schwacher Konzentration der eindiffundierten 
Dotiersubstanz vom zweiten Leitungstyp inji- 
ziert und eindiffundiert um derart Bereiche 
der eindiffundierten Dotiersubstanz vom er- 
sten Leitungstyp unterhalb der jeweiligen Sei- 
tenwand-Abstandsschichten zu bilden. 

4. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
slors nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Schritt der Bildung von Seitenwand-Ab- 
standschichten ein Trockenatzen unter Verwen- 
dung eines Reaktiv-lon-Atzprozesses umfaBt 

5. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet. 
daB als Material zur Bildung der Seitenwand-Ab- 
standsschichten ein mit Bor dotiertes Silikatglas 
verwendet wird. 

6. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet. 
daB im Falle einer Verwendung eines Substrates 
vom zweiten Leitungstyp als Material zur Bildung 
der Seitenwand-Abstandsschichten ein Phosphor- 
Silikatgias verwendet wird 

7. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB jede Seitenwand-Abstands- 
schicht eine Dicke von 1 500 A hat 

8. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet 
daB als die in das Substrat vom ersten Leitungstyp 
eindotierte Dotiersubstanz die gleiche Dotiersub- 
stanz verwendet wird, die in die Bereiche der ein- 
diffundierten Dotiersubstanz vom ersten Leitungs- 
typ eindotien ist 

9. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet 
daB die Bereiche schwacher und hoher Konzentra- 
tion der eindiffundierten Dotiersubstanz vom zwei- 
ten Leitungstyp mittels Verwendung einer Dotier- 
substanz eines Types durchgefuhrt wird, die entge- 
gengesetzt zum Typ der Dotiersubstanz ist die in 
die Substrate vom ersten Leitungstyp und die do- 
tierten Diffusionsbereiche eindotiert ist 

10. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3 oder 9, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Schritt der Bildung der Bereiche 
schwacher Konzentration der eindiffundierten Do- 
tiersubstanz vom zweiten Leitungstyp ein Injizie- 
ren von Arsen mit einer Stromdichte von 2x10*^ 
(cm~^ umfaBt wobei eine Energie von 40 keV ver- 
wendet wird 

11. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3 oder 9, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Schritt des Ausbildens der Berei- 
che schwacher Konzentration der eindiffundierten 
Dotiersubstanz vom zweiten Leitungstyp ein Inji- 
zieren von Arsen mit einer Stromdichte von 
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5x10'* (cm"^ umfaBt, wobei eine Energie von 60 
keV verwendei wird. 

IZ Verfahren zur Hersteltung eines LDD-Transi- 
stors nach Anspruch 3 cxler 9. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt der Biidung der Bereiche 5 
der eindiffundierten Dottersubstanz vom ersten 
Leitungstyp unterhalb der Seitenwand-Abstands- 
schichten ein nachfolgendes Ausheilen bzw. Aus- 
heizen umfaQt. 

13. Verfahren zur Herstellung eines LDD-Transi- lo 
stors nach Anspruch 3 oder 12, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die unterhalb der den Seitenwand- 
Abstandschichten gebildeten Bereiche der eindif- 
fundierten Dotiersubstanz vom ersten Leitungstyp 
daran gehindert werden, vor die jeweiligen Berei- 15 
che schwacher Konzentration der eindiffundierten 
Dotiersubstanz vom zweiten Leitungstyp vorzuste- 
hen. 
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